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Telefunken

Transistor 2N3053

Datasheet

2 N 3053

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor
Anwendungen: Allgemain

Besonders Merkmale:
@ Hohe Sperrspannung
@ Hohe Stromverstarkung
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Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sparrspannung Ucpo
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Ucen
Rpe=100 Ugen
Emitter-Basis-Spemspannung Uenn
Kolleklorstrom Ie
Gesamiveriustielstung
Tamn = 25°C P
Toase S28°C, Upeg =8V Piat
Sperrschichttemperatur T
Lagerungstemperaturberaich Tstg
Warmewiderstinde
Spearrschicht-Umgebung Rinaa
Sperrschichi-Gehiuse A

@ Verlustieistung 5 W

Kollektor mit Gehduse verbunden

Marmgehéduse
5C3DIMN 41873
JEDEC TO 38
Gewicht max. 1.5 g

L] v

40 W

50 v

5 v

1 A

1 W

5 W

200 °C

-65...+200 R
Min, Typ. Max.

175 KW

35 Kow
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Kenngroen Min. Typ. Maix.

Tamb ™ 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorrestsirom

Upg = 30V e | 250 n
Emitterreststrom

UEE =4V lego " 290 na
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

l = 100 pA Ummcno | 60 W
Kollektor-Emittar-Durchbruchspannung

I = 100 mA Uericea " 40 v

Ig = 100 mA, fge = 100 Uiprpcen ™" 50 1)
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

I = 100 pA Upmeno 3 v
Kollektor-Satligungsspannung

e =150 mA, g = 15 mA (T 1.4 )
Basis-Sattigungsspannung

I = 150 md, lg= 15 mA Unesa " 1.7 )
Kollektor-Basis-Glaichstromverhaéltnis

Upe = 10V, Iz = 150 mA e 50 250
Transitfrequenz

Upg =10V, I = 50 ma, f=20 MHz fr 100 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitét

Upg =10V, f=1 MHz Ceso 15 pF

I,
" AQL = 065%, ! AQL = 25%, " = 0,01, 1, = 0.3 ms
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